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Vuv Vee KRBT TR M Ve B S 3.6 \Y
Vuvhys Ve R ABIR i 150 200 300 mV
s Ve MEEI & 60 100 140 mV
Vasb Vec-Vear HI8ETTBR B E Voo M FI 5 20 50 v
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— ™ PR AL N PR BT M, IREE Voo FHE R FB IR LA 2 A
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FAD JONE
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
]
l -
@ 14 1 1
SIDE VIEW
MILLIMETER
SYMEBOL
MIN NOM MAX
A 050 055 0.60
A1 0.00 0.02 0.05
b 020 0.25 0.30
b 0.11 0.16 0.21
c 010 0.15 0.20
D 1.90 2.00 2.10
D2 160 170 1.80
e 0.50BSC
Ne 1.50BSC
E 190 2.00 2.10
E2 0.80 0.90 1.00
L 025 0.30 0.35
h 0.15 0.20 0.25
K 020 0.25 0.30
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PAD IONE
TOF WIEW BOTTOM wIEW
.|_|_ _ o -
e g B Bl 54:[
EIDE WIEW
MILLIMETER
SYMBOL
MIN NOM MAX
A 070 0.75 0.80
Al 0.00 0.02 0.05
b 0.25 0.30 0.35
bi 0.20REF
¢ 0.18 0.20 0.25
D 2.90 3.00 310
D2 2.40 2.50 2,60
e 0.65BSC
Ne 1.95BSC
E 2.90 3.00 3.10
E2 145 1.55 165
L 0.30 0.40 0.50
L1 0.05REF
12 0.10REF
h 020 0.25 0.30

11





